SERIA 78XX.

BANEAS A

ETA

STABILIZATOARE DE TENSIINE

POZITIVA FIXA CU 3 TERMINALE

Preocupdrile colectivului de ingineri si
‘tehnicieni din sectia de circuite integrate
in domeniul tranzistoarelor de put:re
a permis dezvoltarea tehnologiei de
fabricatie a structurii unor circuite integrate
de putere. Aceasti realizare impreuni cu
rezolvarea problemelor tehnice legate de in-
capsulare, precum S$i masurarea parametri-

lor electrici a permis incheierea eu succes

a probelor de omologare a circuitelor inté-

grate din seria de stabilizatoare cu 3 termi-

nale, cu tensiune pozitiva, fixd. Circuitele
integrate’ din seria 78XX de stabilizatoare

sint destinate unei game largi de aplicatii _

industriale si aparatura BLC. Seria cuprinde
0 opmune de 8 valor1 ale tensiunii de iesire
cuprinse intre 5V si 24V si curent de iesire
de 1,5 A. Schema electricd interna contine
0 refermta de tip »band gap¥ un amplifi-
cator de eroare si un etaj de iesire. Dease-
menea sint incluse in structura circuitului
integrat urmatoarele etaje de protectie : ter-

" mica, la scurtcircuit si protectie de putere

a tranzistorului de iesire. Protectia termica
este fixatd intern si comandi blocarea tran-
zistorului regulator atunci cind temperatura
structurii.atinge +150°C. Protectia la scurt-
circuit este de tip ,fold back% — cu intro-
ducere” — si are cotul caracteristicii i jur
de 1,8 4A; far curentul de: scurtcircuit vari-
aza de la 1,1 A pentru stabilizatorul de 5 V.
la 0,4 A in cazul stabilizatorului de 24 V.
Aceasti variatie a curentului de scurtcircuit
se datoreazd intririi in functiune a etajului
de pro’cectle in putere eta] care mentine
tranzistorul regulator in aria de funcgtgnare
de sigurantd (S.0.A)).
Stabilizgtoarele de tensinne din aceasta
série sint incapsulate in capsula standard
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Fig 1. Semnificatia terminalélor” (vedere ‘dinspre
; marcaj).

TO-220, plastic. Tensiunea de iesire este
cuprinsd in -codul ecircuitului integrat si
marcati pe capsula astfel :

Marcaj Tensiunea nominald

de iesire:

RA 7805A/BA_ T805C .5V

_ BA T806:/BA THOGC 6V

_ BA 780BA/BA 7806C LB
BA TROYA/BATEIIC - e
RA7B12A/BA 7312C o
BA 7815\/GA 7315C e L
BA 7818A/BA T818C 18 V
BA 7824A/BA, 7824C oA

Deoarece aceastd capsuld are Ry, —
ambiant de 50°C/W puterea disipatd nu
poate depiasi 2 W deci in majoritatea apli-
catiilor circuitul integrat trebuie montat pe
un radiator adecvat. In acest caz se va avea
in ‘vedere ca Ry,; — capsula. este de
4°C/W. i

Tabelul 1
PERFORMANTE TEHNICE

bAmXXA BATBXXC

' . Parameh u

Tcsiunea de fesire - — U not 4% Unot 44

9““’-?‘L de pqiagg;re W a0 WA 6 mA
Stabilizarea de infrare

(max) . Wro v Uno v
(Utrniin S _ U[ (Trf}nbﬂ 100 == i
Stablhzarea. cu sarcina ! '
(max) - Uno. v Uno_~/
i En AL St ) L DG 50 e
Tensiunea de_iesgire '

Fp < 15W) iivo + 5%  Ung.E 5%
Varlatla curentulti de =

polarizare cu tensiunca ]

dg intrare (max) slimas ) 1L A
Variatia curentului de Ty
polax“izam cu s “na (m x 0,5 mA . 0,5 mA

Diferenta intre tensiu-
nea de intrare si 1esne 20

.Coeficient de tempera-

i a iensmnu i xesim

=1,1mV /°C —1,1mV ‘OL

(S-a notat cu Upno’ VaIO"u‘Pa nominald a tensiunii
de iesire).

Schema de aplicatii in carg tensiunea de
iesire este mai mare de 6V (BA7808—
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Fig. 2. Stabilizator de tensiune fixa.

Cieste necesar atunci cind stabilizatorul se afla
la o distantd apreciabild de consensatorul. de fil-
traj at alimentarii.

C, amelioreaza rispunsul franzitoriu.
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Fig, 3. Protectia circuitului integrat la functionarea
pe sarcind capacitiva,
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| Fig. 4. Sursi de iensiune fixa si curent de iesire mél:;t, cu protectie la scurtcircuit,
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Tabelul 2
! . ECHIVALENTE
: LP.R.S. FAIRCHILD = = MOTOROLA TH. CSF ATES_SGS
BATBR05 pA 7805C LM7805CT MCT7805CT SFC2805EC L7805CV
BAT806 nA 7806C — MC7806CT SFC2806EC ) i
BA7808 wA 7808C —_ MC7808CT SFC2808EC S
BATBO9 - ' — — : - - L7809CV
pAT7812 pA 7812C - LM7812CT MC7812CT SFC2812EC L7812CV
PA7815 RA 7815C LM7815CT MC7815CT SFC2815EC L7815CV
; BAT818 pA 7818C - MC7818CT SFC2818EC L7818CV__
| BAT7824 pA 7824C — MC7824CT SFC2824EC L7824CV
£ BAT7824) si sarcina este o capacitate de va-
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'Fig.- 5. Stabilizator cu tensiune de iesire reglabil4.
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loare ridicata se va completa cu o diodi,
Dy, de protectie. In acest caz la oprirea sur-
sei de alimentare, tensiunea de intrare
scade rapid, tensiunea de iesire se mentine
la o valoare ridicatd, iar condensatorul C
se va descirca prin jonctiunea emitor-baza
a tranzistorului de putere din C.I. (jonctiu-
nea emitor-bazi se polarizeaza invers). Daci
energia este suficient de mare, acest tran-
zistor se poate distruge. Prezenta diodei D,
in circuit, permite descarcarea capamtatu (&)
prin ea prote]md astfel tranzistorul regu-
lator,
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Module tranzistor-diodd

SER!E UNITARA DE MODULE TRANZISTOR-DIODA
CU CONTACTE PRESATE

INTRODUCERE

Modulele cu dispozitive semiconductoare
(MDS) constituie o clasd noud de compo-
nente electronice. i

Izolarea electrica fatid de sistemul de ra-
cire, conectarea relativ simpla si sigura in
echipamentul electric In cele .maj diverse
reduse sint
citeva din caracteristicile MDS.

configuratii, gabarit si mase

Articolul prezintd o-serie unitara de mo-
dule tranzistor-dipdd in gama de curenti de
colector 40A...300A ce respectd standardiza-
rea din cadrul INTERELECTRO.

SERIE DE MODULE

Modulele tranzistor-diodd cu  contacte
presate utlhzeaza structurile de tranzis-
toare gigant GT 100, GT 150, GT 400. Con-~
figuratia interna, prezentatd in fig. 6, per-

mite conectarea externa a catoduluil sau a
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Fg. 6. Configuratia internd a modulelor
tranzistor-dioda.
3

anodului diodei antiparalel. Structurile, de
tip disc, contin un tranzistor Darlington cu
baza in centru si emitorul tranzistorului ,,de
fortd“ conectat cu saibd de presare. Struc-
tura de tranzistor GT 150 are integrati o
diodd de extractie a
diode).

Tipurile de capsule utilizate, codificate
intern K 25, K 50 si K 85, (dupa latimea

sarcinii (speed-up

Fig. 7. Modul K 85.

bazei de prindere) sint prezentate in fig. 8,
9 si 10.

Gruparea modulelor pe tipuri de capsule
este urmiitoarea :

K 25: MTR 40 ; MTR 50; MTR 63

K 50: MTR 75; MTR 100 ; MTR 125

K 85: MTR 250; MTR 300

Principalii parametri electrici si termici
ai modulelor sint trecuti in Tabelul 3. Di-
mensiunile de gabarit corespunzitoare nota-
tiillor din figurile 8, 9 si 10 sint trecute in
Tabelul 4. '
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Module tranzistor-diodd

Tabelul 3

MT40 MTSO Mg,‘ﬁ:!

MT 75 MT 100 MT 125 MT 250 M’I‘ 300

Ucex ) 00.. . 300..  300..

300..  300.. 300... 300 300

il : .
1000 1000 1000 - 1000 1000 1000 1000 1000
2. Ucgo sus (V) ‘ 300..  300..  300..  300..  300.. 300.. 300. 300.
700 700 700 700 700 700 700 700
- Aa) : 40 50 63 75 100 125 © 250 200
4’ Icw .y ' 50 63 75 00 - . T35 4. 800 800 400
B SRy (© ' 35 s 125 125 125 125 125 125
6. Ptot W) 250 250 250 250 560 500 1000 1000
7. hug min100 min100 min 70 min 50 min 50 min 50 min 50 min 50
Ucr=5V '
T ; ='25°C .
1=1Ic ) o
8. Uc¢g sat (V) max 25 max25 max25 max25 max25 max25 max25 max25
T/l = 20 I=1¢.
9.  ton (us)
1¢/1p=20 _ tip 1,5 stip 1,5 tip 1,5 tip15 tip 3  tip 3 — —
I¢/lB=100 i e — — — —_— —_ tip 5 tip 5
10, ts (ps) oFEEL . o
Ie/lgm:% £/ . tip 10 tip 10 tip 10 tip 10 tip 12  tip 12 —_ —
‘.Iellg«,lm) ok hR L, = Tt = o e - Bowi 13 ¥ '§ip 20 tip 20
1L gte @ | 20 P %es. up3  up’S 6p3 S Hp3., — -
Ic/lg=20 : - iy - — —_ tip 4  tip 4
Ic/ig=100 = S
12, f,-r (us) 4 : » max 2. max 2 max 2 max 2 max 2 max 2 max 2 max 2
13. Dimensiuni de gabamt (mm) 92x50x 92><50x 92X 50X 92X 50X 92x50X 92x50X 110X 110x
‘ , oo B2 .+, X052 X 52 X 52 X 52 X52 X85x52 X80X52
14, Distanis Wird faorlin. . :
de prindere ; .80 E 80 80 ~ 80 80X 38 80x38 -93xT70 93xX70.
15. Masa (gr) R e g 400 400 400 800 . 800 1200 1200
e o
_% d‘i— ¢ & g 1 = [ l 5]
: i b
| :
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Fig. 8 Modul X 25. Fig. 9. Modul K 50/
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Module tranzistor-diodd

Tabelul 4
Capsuld K 25 K 50 K 8
: U,nyva 92X 25X 30, 92X 30X 52 110X 85x 52
g 12 225, 30
e 2% 35 39
F max 8 10 10
Yase's o 3 g 39
P & IR 6,4 64
Q 12 18 18
Q — 18 10
ay 80 80 93
Qg == 38 70
' U 92 92(115) 108
U; max 25 50 85
" w M 5%8  M8x14  Msxl4
. A - M5%10
. Zmin i i W 15
Masa (gr) : 0‘,; ' 0,8 12
CONCLUZIT

Seria unitard de module are urmitoarele
caracteristici :

@ contactare internd prin presare

Surse in comutatie
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Fig. 10. Modul K 85.

® configuratie tranzistor Darlington —
dioda rapida.

® caracterizare electrici la parametrii
nominali (tensiuni, curenti).

SORIN GEORGESCU
MILAN PELEANU
DUMITRU SDRULLA

SURSE DE ALIMENTARE IN COMUTATIE

Includerea surselor de alimentare in co-
mutatie in programul de dezvoltare al profi-
lului- doi de la I.P.R.S. Baneasa rdspunde
1mperat1velor actuale de promovare a pro-
duselor noi cu consum .redus de metale ne-
feroase (cupruy, aluminiu) si cu randamente
superioare in exploatare. Principiul pe care
se bazeazd functionarea acestui tip de surse
este cel al conversiei tensiunii continue de
intrare in tensiuni continue de iegire, (ever-
tual) stabilizate. Conversia se face, de re-
gula, la o frecventé hxé stabilizarea tensi-
unii de iesire cu vamatnle celei de intrare,
sau ale sarcinii, realizindu-se" prin modlflca—
rea duratei de .conductie a tranzistoarelor

chopper. Frecventa de lucru se alege ca un

compromis intre valoarea maxim3 la care
elementele 'de comutatie (tranzistoare si

5

diode redresoare) pot lucra cu pierderi rezo-
nabile si valoarea optima pentru regimul de
lueru al elementelor inductive cu miezuri de
feritd si_al capacitatilor de filtraj in condi-
tiile unor gabarite cit mai mici (frecvente de
zeci ... . sute de KHz).

Pe plan mondial s-au cristalizat doud cai
de rezolvare a acestei probleme, cu implicatii
deosebite in domeniul industriei produca-
toare de componente electronice :

® utilizarea tranzistoarelor de comutatie
bipolare la frecvente de. lucru situate in
jurul valorii de 20 KHz, cu randamente cu-
prinse intre 60 si 80¢/, si puteri specifice de
cca 70 W/dm3 Puterea specifici este defi-
nitd ajci ca fiind raportul dintre puterea
utild furnizatd de sursa si volumul ei.

_19/BETA



Surse in comutatie

® esantionarea tensiunii de intrare. cu
tranzistoare MOS-FET de putere la frec-
venta de 100 KHz si utilizarea diodelor
Schottky pentru redresare. Randamentele
obtinute urci pini la 85%/,, cu puteri speci-
fice de cca 150 W/dm?.

Au fost create componente electronice spe-
cifice acestui gen de aplicatii, in vederea ob-
tinerii unor parametrii superiori atit din
punct de vedere al performantelor cit si al
fiabilitatii.

1. Circuite integrate specializate care, cu
ajutorul citorva componente pasive exteri-
oare, realizeazi atit functia de stabilizare
(prin reglarea duratei de conductie functie
de tensiunea de ijesire) cit i protectii la
suprasarcind la supratensiune pe intrare sau
iesiri, slow start, sincronizare externd, con-
trol exterior (enable), etc,

Astfel de circuite sint :

TDA 1060 (S.U.A); §5260 D (RD.G.) —
pentru aplicatii industriale.

TDA 2581 ; TDA 2582 (S.U.A), TDA 2582
(I.P.R.S) — cu facilititi pentru utilizarea
in scheme de alimentare ale receptoarelor
T.V.

2. Tranzistoare bipolare de putere si co-
mutatie care se pot clasifica in doua cate-
gorii. (Toate dispozitivele enumerate in
continuare sint in fabricatie sau in curs de
omologare la 1.P.R.S. Bineasa).

@ tranzistoare de comutatie la tensiuni
mari si curenti mici sau relativ mici, cum
ar fi:

BU 205; 206; 207;

BU 526 ;

BUX 80; 81;
BU 84X ; 85X ;
BUX 85; 87.

Dezavantajul acestora constd in timpul de
stocare (t; ) relativ mare (3,5 #s) ceea ce

Uced
It

iy . ;
nferval de blocare

Fig. 11. Diagramd de comutatie a tranzistorului
' de putere,
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duce implicit la pierderi mari in comutatie
(fig. 11).
® tranzistdare de comutatie de curenti
mari si tensiuni relativ mici (<125 V) :
2N6338A ; 2N6339A ; 2N6340A“;'" 2N6341A
(NPN) ;
2N6436A ; 2N6437A ; 2N6438A (PNP);
BUX 10A ; BUX 40A (NPN).

La aceste tipuri de tranzistoare pierderile
in comutatie sint mai mici, timpul de sto-
care nedepdsind valoarea de 1...1,2" gs.

3. Diode redresoare rapide (de comutatiey
care sa acopere o gami de curenti cuprinsi
intre 0,1 A si 25 A, cum ar fi :

BA 157 ; BA 159 ; BAX 157 ;

6DRR 1P(R)...6DRR 5P(R) ;

D10F 05(R)...DI10F 5(R) ;

D16F 05(R) ... D16F 5(R) ;

DS 20820 ... DS 20835 ; o

DS 30820 ...DS 30835 (diode Schottky).

4. Condensatoare electrolitice cu capacititi
mari in gabarite mici §i cu rezistente (ESR)
si inductante (ESL) echivalente serie cit mai
mici (zeci de miliohmi respectiv sute de
nanohenry). ‘

9. Condensatoare de tensiuni mari desti-
nate circuitelor de deparazitare a alimen-
tarli sau circuitelor de protectie la supra-
tensiune  a dispozitivelor de comutatie
(snubber).

Alegerea configuratiei unei surse in co-
mutatie se face pornindu-se de la datele
principale ale temei de proiectare cum ar fi:

® tensiunea de intrare ;
® puterea utila a sursei ;

® eventuale conditii de incadrare intr-un
volum dat.

Fird a face o prezentare in detaliu a
modului de functionare a S.M.P.S. (Suite-
hed Mode Power Supply — sursa de ali-
mentare in comutatie), precizdm cid existd
trei configuratii principale de realizare a
convertoarelor :

1. Flyback (fig. 12a,b) energia inmagazi-
natd in miezul transformatorului pe durata
conductiei ‘prin infisurarea primard este
cedati condensatorului de iesire si respec-
tiv sarcinii in timpul blocdrii comutatoru-
lui. .

2. Forward (fig. 13 a, b) — energia este
transferatd de la sursa de intrare la sar-

6



Surse in comutatie

‘Fig. 12. Sursi Flyback.
a) cu izolatie intrare-iegire ; b) fir3 izolatie.

cina pe durata inchiderii comutatorului K1.
La varianta din fig. 13a, energia inmagazi-
natid in miezul magnetic este restituitd sur-
sei de alimentare pe durata blocérii lui K.

3, Push-pull — circuitul este echivalentcu
doud convertoare forward care actioneazi
alternativ. Transferul de energie se face pe
durata inchiderii fiecdruia dintre comuta-

. toarele K1, astfel incit tensiunea obtinuta

in secundar dupd redresare are frecventa
dubla fati de frecventa de lucru a fiecarui
comutator.

In prezent, 1a 1.P.R.S. Bineasa se afli in
curs de asimilare doud surse in comutatie
cu puteri utile de 1000 W si 200 W alimen-
tate din 12 Vec respectiv 27 Vee in confi-
_guratie Push~pull si o sursi cu puterea utila
de 150 W alimentati din reteaua de 220 Vc.a,
realizatd in configuratie forward (SAC
150 W — conceputd "de F.EP.ER.).

~De mentionat ci la prima sursd s-a folo-
sit un circuit de comandad realizat cu cir-
cuite integrate de uz general produse in
tard in timp ce la celelalte doud variante s-a
utilizat circuitul integrat specializat 260D
{productie B.D.G.). o

7

Fig. 13. Sursd Forward.
a) cu izolatie intrare-esire ; b) fara izolatie.

RERLY;
o—bmr—!

Fig. 14- Sursi Push-pull.

Dam mai jos principalele caracteristici ale
sursei in comutatie SAC 150 W:

— tensiune de intrare: 220 Vca +410...
—15%/,; 50 Hz ;

— tensiuni/curenti de iesire : +4-5V/12A ;
4+12V/35A; +12V/06A; —12V/0,6A;
—5V/0,2 A. ‘

— stabilizare cu intrarea: max. 0,59/,.

— stabilizare cu sarcina : max. 0,59/, pe
iegirea principald max. 89/, pe iesirea auxi-
liara. : :

— pulsatii reziduale : max, 100 mVvv.

— protectie la supracurent si supraten-

“siune la iesiri.

— dimensiuni de gabarit: 339X126X .
X 63 mm.

ALEXANDRU COZAR
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Laboratorul de screening, existent din
1976 in 1.P.R.S. Bdneasa, a avut ca scop,
incd de la inceput, obtinerea unor loturi de
componente cu fiabilitate sporiti. Binein-
teles, nu este vorba de a introduce intr-un
dispozitiv mai multad fiabilitate decit rezulta
din actuala tehnologie dar, prin extragerea
elementelor potential defecte fati de una
sau mai multe solicitiri, se obtine un lot cu
fiabilitate sporita.

Sreeningul este constituit dintr-o sec-
ventd de iIncercdri mecano-climatice si de
durati semnificative, care nu introduc mo-
duri necaracteristice de defecte (fig. 15). Ni-,
velul de semnificatie al unei anumite sec-
vente de screening se stabileste in functie
de tehnologia de fabricatie a respectivilui
produs si de modul de exploatare al aces-
tuia. Daca secventa -este corect aleasa si
este executati pe componente ,selectabile“,
atunci fiabilitatea pe ansamblu a lotului va
creste prin eliminarea componentelor defec-
tabile in primele sute de ore de functio-
nare. In functie de aceste criterii se com-
bind incercérile (fig. 15), la diverse grade de
severitate - (temperatura, tensiune, putere
disipatd s.a.). Grupele de incercari sint in-
sotite de teste de evaluare rapidi a fiabi-
litatii ‘lotului, pre- $i post-screening, me-
toda echivalentd cu serializarea folositi de
alte firme producitoare de componente. Cu
ajutorul acestor teste se poate aprecia in ce

[ . L
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‘SCREENING. iNALTA FIABILITATE S1 EFICIENTA

masurda un lot este sau nu ameliorat de
screeningul la care a fost supus, pe baza
unor anumite criterii de defectare si pro-
cente de defecte admisibile. Pentru ca sec—
venta sid fie eficientad trebuie si se cunoasca
momentul aparitiei defectului si mecanismul
de defectare implicat (fig. 16).

Experienta acumulati pina in prezent in
I.P.R.S. Baneasa a permis alcatuirea unei
biblioteci de defecte caracteristice si de me-
canisme de defectare asociate. Grupele mai
importante sint :

® dislocatiile si defectele de crestere,
observabile la microscopul optic sau la.SEM,
care_au ca efect degradarea caracteristicilor
electrice ale jonctiunilor si aparitia unor
puncte de stdpungere locala.

® contaminarea  cu diverse substante,
sesizabild prin modul de alterare al caracte-
risticilor electrice si mai greu de observat
prin metode optice de investigare.

@ defectele de metalizare, observabile la
microscopul optic sau la SEM. Defectele
tipice constatate sint metalizirile neade-
rente, care duc la defectarea catastrofici a
componentei, la goluri si , mustdti® cauzate
de un regim termic incorect ales.

@ defectele de lipire a firelor de conexi-

‘une, observabile la- microscopul optic sau la

SEM, carc de obicei se constati la dezlipi-
rea completd a sugiﬁrii sau ruperea firelbr.

® coroziunea chimica, gaLVanicé saur
electrolitici, .observabild ~ la microscopul
optic sau-la SEM, este tipicd pentru dispo-
zitivele incapsulate in plastic.

@ defectele de suprasarcini observabile
la controlul optic si electric, sint cauzate de
suprasarcini sau scurtcircuitari accidentale
aparute in exploatare.. '

Analizarea defectelor si a mecanismelor
de defectare a permis introducerea unor sec-
vente accelerate de screening, care au cres-
cut substantial eficienta.acestor probe prin
micgorarea timpului de lucru. In acest scop
s-au determinat energiile de activare proprii
diverselor mecanisme de defectare, .folosin-
du-se’ temperatura ca- factor. de: accelerare.

Energia de activare cea mai des utilizatd

a fost de 1.1 eV, duratele secventélor de

8
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Fig. 16-

screening au putut fi scurtate aproape la
jumaétate. S-a urmirit si& nu se introduci
moduri atipice de defectare a componen-
telor.

Cele nouid programe de componente spe-
ciale, existente In prezent in LP.R.S. sint
rezultatul unor studii de analizare a meca-
nismelor de defectare, a aptitudinii loturilor

9

de a se ameliora. Dar, dacd programul de
incercdri este ales fard a se tine seama de
criteriile enuntate pind acum, sau daci este
aplicat unor componente neselectabile,
atunci se pot obtine loturi cu o fiabilitate
mai micd deecit cea initiala.

RODICA GIURCONIU
19/BETA



PARAMETRI SI CARACTERISTICILE DISPOZITIVELOR
OPTOCUPLOARE FABRICATE IN BULGARIA

Tendinta catre miniaturizare si fiabilitate
ridicata, in electronica moderna, face. din
dlspozmvele optocuploare componente pre-
ferate pentru conectarea semnalelor purta-
toare de informatie intre etaje ce trebuiesc
izolate din punct de vedere electric.

Productia de dispozitive optocuploare da-
teazd in Bulgaria din anul 1979. Principalii
indici de performanti (raportul de_ transfer
in curent (CTR), viteza si remstenta de izo-
latie) depind de parametrii i caracteristi-
cile emitoarelor si detectoarelor precum si
de tehnica de cuplare optica.

_ In prezent se: folosesc in optocuploare
doua tipuri de diode cu-emisie in infrarosu
realizate prin metoda epitaxiei in faza. i
chidi. Unul din t1puri este pe bazd de GaAs

dopat cu siliciu iar celalalt tip se realizeazd

cu heterojonctiuni Gag—xy Al, AS/GaAs.
Primul tip se caracterizeaza prln eficienta
cuantica ridicata (3=25. . 60/) respectiv
putere emisid ridicatd, prin max1rnul carac-
teristicii spectrale in intervalul 920—950
nm si timpi de crestere a pulsurilor de
cca 1 ps.

Diodele emititoare de lumind de tip

GaAlAs sint substantial mai rapide (t;, ft,
<40 ns) si se adapteazi mai bine fotodetec-

torilor cu Si (A oy =2 850L 30 nm), fapt
ce permite In optocuploare compensarea in
mare masuria a unei eficiente cuantice mai
scazute (M == 1,5...49/). O partjcularitate
importanti a acestui tip constd in caracte-
ristica putere-curent, mai liniard precum
si in faptul cd emisia luminoasd incepe la
nivele de curent relativ scazute (~1mA).

LED-urile heterostructurale sint emita-
toare de perspectivi pentru toate tipurile
de optocuploare datoritd unei stabilitati ter-
mice si unei degradiri mai scdzute in fimp
a performantelor.

Tipul si caracteristicile unui dispozitiv
optocuplor sint determinate in principal de
elementul fotosensibil : fototranzistor obis-
nuit, fototranzistor Darlington, fotodioda
p-i-n sau circuit integrat fotosensibil. Toate
aceste tipuri. de elemente constituie dispo-
zitive pe baza de siliciu.

Cele mai raspindite optocuploare sint cele
construite cu detectoare cu tran21stor1 OblS
nuiti (tip 6H2001," 6H2111, 6H2112,
6112017),_ precum si tipul 612075 (de inalta
tensiune) si respectiv tipul 6H2113 (cu
tranzistor Darlington). = Aceste - tipuri- sint
montate in capsula din material plastic cu

6 terminale (DIL-6).1n (fig. 17). Incapsularea °

" 19/BETA : =

garanteazid o tensiune V;p mai mare de

1500 V si R;p mai:mare de 1011 Ohm. Pu-
terea maxim admisid pe capsuld este 200
mW, domenijul temperaturilor de lucru este
—55°C ... +100°C jar domeniul temperatu-
rilor de stocare este —55°C...+125°C, in
(Tabelul 5).

- Optocuploarele cu izolare prin. aer tip
612144 sint de asemenea realizate cu foto-
tranzistori, (fig. 18). Dispozitivul sesizeaz&
prezenta sau absenta obiectelor in calea op-
tica liberd si poate fi folosit ca senzor pen-
tru vitezele de rotatie precum si in alte apli-

Fig. 17. Capsula DIL-6.
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Fig. 18. Optocuplor cu izolare prin aer.
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Tabelul 5 -

Parametrii electrici ai optocuploarelor cu tranzistoare la Tamb = 25°C_

Parametru. U/M  Conditii de incercare

6H2001 6H2017 6H2075 6H2111 6H2112 6H2113 6GH2114

e

1,65

Ur = V. ule =‘.§60 mA max. 16,5 1,65 1,65 175 - 150 ° .26
Ug V_1Ig= 10 gA min. 3 3 3 3 3 3 3
ip nA Ugg = 10V, Ipg = 0 max. 100 50 100 50 100 100 100
Ic n UJAV'IF = 20 mA, Ueczg= 10 ¥ rx;af(c} ﬁ?éh
CTR " Y Ucg =5 V,lp = 10mA min 40 40 40 40 5 100 =
UE@O‘ V g = 10 yA mm 30 70 80 70 30 39 Ly
Uego. ., . N lg. = 1 mA min. 20 32 72 32 20 30 30,
Ugso WV 1g= 10 uA, : min. 4 5 ‘7 5 vl 7 , 5
Uces Vv Ip=10mAlc=25mA 0,4 0,3 0,4 03 0,5 i
110 nA Upp= 1500V, 1s _max. 15 15 15@) 15 15 15 e
tr tygs . ¥S Upg= 10V, lc= 2mA max 10 80015 15 =, 15
ton. toff us, Rp = 100 Obin:  ° ;b % 10 0,160,180
() Ip = 10 mA, () Ip = 50 mA, Ic = 2mA, 3) Ir = BmA, Ic = 2mA

‘catii care necesiti senzori electromecanici.
Domeniul temperaturilor de functionare
este —25°C . ;. 83°C.

Optocuplorul tip 6H1002, cel mai rapid
din serie, este constituit dintr-o heterostruc-
urda LED si o fotodiodd cu Si tip p-i-n.
Timpii de crestere/descrestere a semnalului
se ‘situeazd sub 100 ns la Ugy = 20 V,
Ip ="1 mA si Ry = 50 Q. Curentul in
starea neiluminati este mai mic de 50 nA
la Up =20 V iar tensiunea de avalansi
Vieag este mai mare de 50 V 1a Ip = 1 #A.
Raportul de transfer in curent (CTR) la
Ip = 30 mA este mai bun de 0,5 Acest
tip de optocuplor este montat in capsuld de

10 mA, (6) Ir = 50 mA.

cu alte ‘microcircuite Tn blocuri eléctronice
functionale sint necesare elemente externe.
Semnalele fotodiodelor trebuiesc in preala-
bil amplificate pentru a ataca etajele urma-
toare. In cazul optocuploarelor cu fototran-
zistori semnalele de iesire sint suficient de
mari dar viteza dispozitivelor este mici in
comparatie cu cea a altor microcircuite mo-
derne. De asemenea modificarea parametru-
lui CTR ca urmare a degradarii LED-urilor
in functionarea de lunga durati aduce com-
plicatii suplimentare in interfatarea opto-
cuploarelor.

Tabelul 7

Optocuplor
plastic (fig. 17). produs in Dispozitive similare
i i Bulgari
El rezisti la tensiuni de 1500 V, d1.31pa%a UiganIa
este 150 mW si domeniul temperaturilor de ;
furfctionare ezte —25°C... +85°C, (Tabe- 6H1002 A0D101, A0D201, 30D101, 300201
lul 5). Pentru interfatarea optocuploarelor — SU ; MEL4776 Matsushita
6H2001 TIL112, TIL111 — Motorola, TI
Tabelul 6 y -
6H2017  CNY17 — Siemens
L e 2 PRSI S 6H2075  CNY17, SFH601, SFH600, — Siemens
Ne. [ OHM6Ly GHEES GELATh 6H2111  HIIAl, HI1A10 — Gen, Electric ;
= : : TIL111
anod LED " ==
1, e A 6H2112  TIL112 — Motorola, TI
‘2 . catod LED * catod LED o, e e :
i : 6H2113  F11B2, H11B3, MCA230 — Gen.
3 N.C. N.C. Electric
4  emitor catod fotodiod& 6H2144  TIL143 — TI
5  colector anod fotodiod . 6114001 6N137 — Hewlett Packard, TRW,
e e = Gen. Instrument ; TLP552 —
6 bazd N.C. Toshiba -
i1 19/BETA



Optocuplorul tip 6H4001, care include un
circuit integrat in structura sa,este indicat
in transmiterea de pulsuri rapide intre etaje
electronice decuplate din punct de vedere
electric (galvanic), (fig. 19).

Circuitul constd dintr-o fotodioda si un
amplificator caré comandd un:etaj cé “tran-

Heonitl e i o

I

Fig. 19. Optocuplorul tip 6H4001.

zistor cu colectorul in gol prevazat cu o

dioda clamping tip Schottky. Polarizarea
fotodiodei este independentd de tensiunea
de alimentare si are aproximativ valoarea
U, . Un amplificator cu doua etaje inclus
in bucla de.reglaj asigurd amplificarea line-
ard.a fotocureptulux Bucla de, reactie mig-
_soreaza considerabil .impedanta: de- intrare
.a etajului amplificator. ¢
Pe o rezistentd .de: sarcing ‘sedzuta  foto-
dioda ‘Tucreaza invegim liniar & fotocturen-

FERRVE

»

‘ﬁ'a%afﬁ:et}‘ﬁ

Curent de iesire in starea ,1%

Mosé

-

Toy <2280 %A Uee.

tul este proportional cu intensitatea fluxu-
lui luminos. Rezistenta de sarcind scazutd
imbunatateste viteza de lucru a amplifica-
torului.
. Cu fotodioda in conductie, fotocurentul
este amplificat si semnalul din baza tran-
zistorului .de iesiré’ provoacd comutarea in
conductie a acestuia. Daci semnalul _este
suf1c1ent tran21storul are tendm’ga 58 se
satureze iar dioda Sr:hottky scurtcircuiteaza
jonctiunea colector .bhazé evitind satura-
rea adinca a tranzistorului, respectiv mari-
rea timpului de trecere din conductie .in
locare dupd mtreruperea fluxuliu luminos,
(Tabel 8). ;
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Uce
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Ha 5 Tensiune de iesire
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